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7UL46L&70 ���9 6LOLFRQ &DUELGH 3RZHU 026)(7 *� （ N Channel Enhancement ）

)HDWXUHV
 High speed switching
 Very low switching losses
 Fully controllable dv/dt
 High blocking voltage with low on-resistance
 Fast intrinsic diode with low reverse recovery (Qrr)
 Temperature independent turn-off switching losses
 Halogen free, RoHS compliant

%HQHILWV
 Cooling effort reduction
 Efficiency improvement
 Reduced cooling requirements
 Increased power density
 Increased system switching frequency

$SSOLFDWLRQV
 On-board charger/PFC
 EV battery chargers
 Booster/DC-DC converter
 Switch mode power supplies
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7DEOH RI FRQWHQWV

7DEOH RI FRQWHQWV

)HDWXUHV ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

%HQHILWV ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

$SSOLFDWLRQV �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

7DEOH RI FRQWHQWV ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

�、0D[LPXP UDWLQJV ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�、7KHUPDO FKDUDFWHULVWLFV ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�、(OHFWULFDO FKDUDFWHULVWLFV ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

��� 6WDWLF FKDUDFWHULVWLFV ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

��� '\QDPLF FKDUDFWHULVWLFV �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� 6ZLWFKLQJ FKDUDFWHULVWLFV ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

�、(OHFWULFDO FKDUDFWHULVWLF GLDJUDPV �������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�、3DFNDJH GUDZLQJ � 72������/�& � ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

�、7HVW FRQGLWLRQV ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

5HYLVLRQ KLVWRU\ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

$WWHQWLRQ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
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Qgs Gate source charge - 20 -

nC
VDS
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Figure 7. Transfer characteristic for

various junction temperatures

Figure 8. Body diode characteristic at TJ = -55 ºC

Figure 9. Body diode characteristic at TJ = 25 ºC Figure 10. Body diode characteristic at TJ = 175ºC

Figure 11. Threshold voltage vs. temperature Figure 12. Gate charge characteristic
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Figure 13. 3rd quadrant characteristic at TJ = -55 ºC Figure 14. 3rd quadrant characteristic at TJ = 25 ºC

Figure 15. 3rd quadrant characteristic at TJ = 175 ºC Figure 16. Output capacitor stored energy

Figure 17. Capacitances vs. drain-source voltage (0 - 200V) Figure 18. Capacitances vs. drain-source voltage (0 - 750V)
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Figure 19. Continuous drain current derating vs.

case temperature

Figure 20. Maximum power dissipation derating vs.

case temperature

Figure 23. Clamped Inductive switching energy vs.

drain current (VDD = 400V)

Figure 24. Clamped inductive switching energy vs.

drain current (VDD = 500V)

Figure 21. Transient thermal impedance (junction - case) Figure 22. Safe operating area
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�、3DFNDJH GUDZLQJ ( TO-247-4L-C )
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�、7HVW FRQGLWLRQV

Figure A. Definition of switching times Figure B. Dynamic test circuit

Figure C. Definition of body diode

switching characteristics
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